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Abstract (en)
Process for the separation of silicon compounds from baths for pickling steel substrates containing iron ions and silicon compounds, consisting of the
following stages: a) a concentrated spent pickling bath is cooled in a controlled manner to a temperature below 60 DEG C so as to precipitate the
silicon compounds, b) the pickling bath is left to cool for at least 2 hours, c) the pickling bath is reheated, d) the precipitated silicon compounds are
separated from the pickling bath.

Abstract (fr)
L'invention a pour objet un procédé de séparation des composés siliciques des bains de décapage de substrats en acier contenant des ions fer
et des composés siliciques, consistant en les étapes suivantes : a) on refroidit de manière contrôlée un bain de décapage usé concentré à une
température inférieure à 60°C, de manière à précipiter les composés siliciques, b) on laisse refroidir le bain de décapage pendant au moins 2
heures, c) on réchauffe le bain de décapage, d) on sépare les composés siliciques précipités du bain de décapage.
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